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Recenzja
dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
dra Henryka G. Teisseyre
w sprawie postgpowania habilitacyjnego

Pan Henryk Teisseyre ukonczyt studia magisterskie z fizyki na Uniwersytecie
Warszawskim w roku 1990. W diugim jedenastoletnim okresie do doktoratu opublikowat
on facznie 38 prac, z tego 15 w znaczacych czasopismach (np. jak 1 w Physical Review
Letters, 2 w Applied Physics Letters, 2 w Physical Review B, 1 w Semiconductor Science
& Technology), a pozostate 23 prace to publikacje w materiatach konferencyjnych.
Rozprawe doktorska pt. ,, Spektroskopia optyczna domieszek i defektéw w azotku galu
pod wysokim ci$nieniem” wykonywatl pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Suskiego i

obronit ja w roku w 2001 w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie.

W okresie po doktoracie dr H. Teisseyre opublikowal 21 prace w czasopismach o
znaczgcej randze naukowej, m. in. 11 prac w Applied Physics Letters, 7 Journal of Applied
Physics, 1 w Applied Physics Express, 3 w Physical Review B. Wiele (az 27) prac ukazato
si¢ w materiatach pokonferencyjnych. Calkowita liczba jego publikacji (przed i po
doktoracie) wynosi 87. Wigkszo$¢ prac jest wieloautorskich (okoto 10 wspétautorow).
Prace te prezentujg ztozone badania naukowe, poczgwszy od wytworzenie materialow, ich
charakteryzacji, budowy uktadow laserowych, badania te wspieraty takze studia
teoretyczne. Jego publikacje byly cytowane 1569 razy (bez autocytowan), a indeks Hirscha
wynosi 19. Wynik ten jest bardzo dobry, ale nalezy pamieta¢ ze to zashuga duzej liczby
autorOw. Recenzent zgodnie z przepisami winien oceni¢ czy indywidualny wkiad
kandydata jest znaczacy dla rozwoju okreslonej dyscypliny naukowej oraz czy wykazat sie

on istotng aktywnoscia naukows.



Ocena dorobku naukowego zawartego w rozprawie habilitacyjnej:

Przedstawiona rozprawa habilitacyjna to cykl 10 jednotematycznych publikacji pod
wspélnym tytulem ,Badania wbudowanych pél elektrycznych w niskowymiarowych
strukturach azotkowych dla réznych kierunkéw krystalograficznych”. Na rozprawe
skladajg si¢ 4 publikacje z Applied Physics Letters, 2 z Journal of Applied Physics, 1 z
Physica Status Solidi C, 1 z Applied Physics Express, 1 z Physical Review B, oraz
rozdziat w monografii po§wigconej azotkom z niepolarnymi powierzchniami (pod redakcja
T. Paskovej i wydanej przez Wiley-VCH). W siedmiu z nich jest on pierwszym autorem, w
pozostatych drugim lub trzecim autorem. Sam deklaruje ze jego udziat w tych pracach byt
dominujaey. Np. w pracach [A4, AS, A6] uznaje on swoj udzial na 70%, co oznacza ze
pozostali wspotautorzy przyczynili sie w bardzo niewielkim stopniu (kazdy =ze
wspotautoréw miat tylko ok. 3% udziatu). Badania te bazowaty na bogatym do$wiadczeniu
i unikatowej technologii otrzymywania azotkéw rozwinietej w Warszawie i u partnerow
zagranicznych. W 8 publikacjach wspétautorem byt prof. T. Suski i jego rola w wielu
pracach byta istotna. Zatgczone deklaracje wspétautoréw nie budza watpliwosei o wazkim

wkladzie habilitanta w powstaniu tych prac.

W pierwszych trzech pracach z rozprawy habilitacyjnej [A1,A2,A3] zastosowano
metode spektroskopii wysokocinieniowej do okreslenia wbudowanych pél elektrycznych
w  czterosktadnikowych zwigzkach azotu (AllnGaN). W tych materialach mozna
niezaleznie zmienia¢ stale sieciowe i przerwy energetycznej i tym samym mozna
dopasowa¢  parametry studni kwantowych zeby polaryzacja piezoelektryczna zniosta
wkiad od polaryzacji spontanicznej wewnatrz studni kwantowych. Wiasnosci te
wykorzystat dr H. Teisseyre do studiéw kwantowo ograniczonego efektu Starka (Quantum
Confined Stark Effect) i roli wbudowanych pél elektrycznych na wihasnosci optyczne

kropek kwantowych. Recenzent bardzo wysoko ocenia takie podejscie badawcze, ktore

pokazuje glebokg wiedze o tych materiatach.

W pracy [A4] opublikowanej w Applied Physics Letters w roku 2005 pokazano ze
w studniach kwantowych GaN/AlGaN nie wystepuja wbudowane pola elektryczne dla
probek otrzymanych wzdhuz niepolarego kierunku wzrostu. Rezultat ten jest istotny bo
nastgpuje wtedy wzrost wydajnosci kwantowej. Ponadto pomiary fotoemisyjne dla tych
niepolarnych studni kwantowych wykazuja oddzielne spectrum dla swobodnych i
zwigzanych ekscytonéw. Wyniki te nalezg do jednych z pierwszych eksperymentéw w tej

dziedzinie. Nalezy doda¢ ze badania te przeprowadzono z inicjatywy dra H. Teisseyre.



W roku 2007 dr H. Teisseyre i wspolpracownicy zaprezentowali w Applied
Physics Letters (praca [AS]) jako pierwsi na $wiecie otrzymanie akcji laserowej poprzez
pompowanie optyczne na niepolarnych strukturach kwantowych w azotkach grupy trzeciej.
Ponadto potwierdzili oni przewidywania teoretyczne wyzszego wzmocnienia optycznego
dla struktur niepolarnych. Miesigc pozniej dwa niezalezne laboratoria, z University of
California, Santa Barbara i z japonskiej firmy ROHM, zaprezentowaly dziatanie diody
laserowej pompowanej elektrycznie na takich strukturach. Dodatkowych informacji o akcji
laserowej w tej niepolarnej strukturze przyniosta publikacja habilitanta [A6] z Physica
Status Solidi C z roku 2008. Zgodnie z deklaracja to dr H. Teisseyre byt pomystodawca
tych badan.

W roku 2008 dr H. Teisseyre przenosi si¢ z Instytutu Wysokich Cisniet PAN do
Instytutu Fizyki PAN. Jego zainteresowania naukowe ulegaja modyfikacji - bardziej
koncentruje si¢ na hodowli struktur azotkowych i tlenkowych technikg MBE. Nawiazuje
on wspolprace z Politechnikg w Lozannie, w wyniku ktérej powstaje publikacja [A7] w
Applied Physics Express opisujaca wlaciwosci fizyczne i strukturalne niepolarnych
podiozy GaN otrzymanych oryginalna technikg wielokrotnego wzrostu.

Dr H. Teisseyre wspbtuczestniczyt takze w pracach dotyczacych niepolarnego
lasera polarytonowego. Badania te byty z jego inicjatywy i na podtozach przywiezionych
z Polski. W Lozannie podjeto si¢ fabrykacji niepolarnych wielokrotnych kwantowych
studni GaN/AlGaN i szerokich badan optycznych tych struktur. Wykorzystano naprezenia
Sciskajace od warstw AlGaN (stanowigcych zwierciadla Bragga) by uzyska¢ emisje ze
studni kwantowych o innych regutach wyboru niz niepolarna objetosciowa warstwa GaN,
Modyfikacja zawartosci Al pozwolila na zmiang sprzgzenia w ukladzie
polprzewodnikowej mikrowneki. Zmieniajac polaryzacje $wiatta mozna bylo dokonaé
przejécia od stabego do silnego sprzezenia. Publikacja z tych badan ukazata sie w Physical
Review B w roku 2011 (praca [A9]) i_to jest moim zdaniem najbardziej cickawy element

rozprawy.

O innym dorobku naukowym:

Habilitant uczestniczyt aktywnie w badaniach kierowanych przez prof. dra hab. T.
Suskiego i prawie we wszystkich pracach habilitanta jest profesor wspéotautorem. Dr H.
Teisseyre jest ekspertem w pomiarach cisnieniowych i jego do$wiadczenie bylo

wykorzystywane m. in. w pomiarach cinieniowych absorbcji i fotoluminescencji
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polprzewodnikow inN i InGaN o roznych sktadach. Rezultaty opublikowano 7 pracach.
Przeprowadzit on takze badania cisnieniowe fotoluminescencji w azotku galu
domieszkowany berylem, ktére uwazany jest za plytki akceptor. Wyniki opublikowano w
J. Appl. Phys. w 2005 roku.

Badania habilitanta w ostatnim okresie w IF PAN doprowadzily do indywidualnego
zgloszenia patentowego nr P.393292 ,.Diody luminescencyjne emitujace $wiatto biate oraz
sposob wytwarzania diody luminescencyjnej emitujacej $wiatto biate”. Zaproponowat on
wykorzystanie berylu w warstwie konwertera optycznego diody elektroluminescencyjnej
emitujacej $wiatlo biale. Jest on takze wspélautorem patentu miedzynarodowego: ,, The
method of fabrication of semiconducting compounds of nitrides aiii-bv of p- and n-type
electric conductivity” zgloszonym przez Centrum Badan Wysokociénieniowych PAN w
roku 2000, a ostatnio ma dwa wspolautorskie zgloszenia patentowe ,,Struktura lasera

potprzewodnikowego” (przez IF PAN).

Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyinego i aktywno$ci naukowej

Dr H. Teisseyre zostat zaproszony w roku 2011 na seminarium do Fraunhofer Institute for
Applied Solid State Physics IAF we Freiburgu oraz do Instytutu Podstawowych
Probleméw Techniki PAN. Ostatnio wyglosit dwa referaty konferencyjne (E-MRS Spring

Meeting — Strasburg 2012 oraz International Symposium on Semiconductor Light Emitting
Devices ISSLED, Berlin 2012).

Zalgczone materiaty nie podaja informacji o dzialalnosci dydaktycznej i
popularyzujgcej nauke prowadzonej przez habilitanta — zapewne dr H. Teisseyre nie

uczestniczyt w tego typu dziatalnosci.

Dr H. Teisseyre byt kierownikiem grantu KBN (w latach 2005-2007), grantu
MNiSW (w latach 2008-2011) a obecnie kieruje projektem Opus finansowanym przez
NCN (na lata 2012-2015). Byt on wykonawcg w projekcie badawczym KBN, w latach
2007-2013 uczestniczy jako wykonawca w projekcie kluczowym NANOBIOM,
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w IF PAN.

Dziatalno$¢ ta pokazuje ze dr H. Teisseyre jest od wielu lat samodzielnym naukowcem, ze

z powodzeniem potrafi zdobywaé fundusze na swoje pomysty badaweze.




Podsumowanie

Przedstawiona przez dra Henryka G. Teisseyre rozprawa habilitacyjna stanowi
Jednotematyczny cykl 10 publikacji i pokazuje na znaczny wkiad autora w rozwoj fizyki
poltprzewodnikéw na bazie struktur azotkowych. Wysoko tez oceniam jego aktywno$é w
zdobywaniu srodkéw na badania, kierowanie kilku grantami badawczymi oraz
wykorzystanie tych badan do nowych rozwigzan aplikacyjnych (zakoficzone kilkoma
patentami). Dokonania te s3 znaczace i rekompensuja brak jego aktywnosci dydaktycznej i
w popularyzacji nauki. Uwazam, Ze recenzowana rozprawa oraz dorobek naukowy

spelniajg z ustawowe wymagania i wnosza o dopuszczenie dra Henryka G. Teisseyre do

dalszych czynnosci przewodu habilitacyjnego.
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Poznan, 28 stycznia 2013 roku Prof. dr hab. Bogdan Bulka



